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'(54) Zptsob odstranéni vrstvy avétlocitlive masky 2 povrchu oxidovnnych kremikovych

souldstek

_ Zptisobu odstrandni vrstvy podle vynélezu
1ze pouft p#i odstranoténi podkladové oxi-
dové vrsivy.

Podstata spodivd v tom, e se na oxidova-
né polovodilové souddstky, pokryté svétlo-
- eitlivou vrstvou, plsobi roztokem kyseliny
fluorovodikové o koncentraci 20 a¥ 60 % o
dobu 5 aZ 60 minut.
"- T{mto zpisobem lze odstranovat z povrchu
kiemiku témd% vEechny druhy sv&tlocitlivych
1dtek nebo prysky¥ic. Tento zpisob je urden
p¥edevEim pro hromadnou vyrobu specidlnich
polovodilovych prvkd se zaleptdvenymi struk-
turami. -
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Vyndlez se tykd zplisobu odstrenéni vrstvy sv&tlocitlivé mesky 2 povrchuioxidovanjch kie-
mikovych souddstek po fotochemickém zpracovdni, u kterych se provddi odstrendni podkladové

oxidové vrstvy.
P¥i vyrobé polovodilovych souldstek jsou po difdznich operacich kiemikové desky cboustran-

n& pokryty oxidovou vratvou. Pro nésledujici konelné operace péjeni jednotlivych polovodido-
vych souddstek na zékladnu je rutné jednostranné odstranéni této oxidové vrstvy ze zadni
strany souldstky. §len¥ni jednotlivych souldstek z kompaktni kFfemikové desky se p¥i vyrobé
nékterych prvkﬁ provédi chemickym rozleptévdnim pF¥es tlustou, chemicky velmi odolnou svétlo-
citlivou masku, pFilemZ se funkdni strena- systém polovodifové souddstky s kovovou propojo-
vaci siti a kontakty ‘kryJe proti poleptdn{ maskovaci ldtkou s vysokou chemickou odolnosti
proti sgresivni sm&si kyselin, nepi. voskeu. P¥1i této opeieci ¢lendni se vyuZivd 1 oxidové
vretva zadni ;trany kFemfkové desky, kt.ré podstatnd zlepfule adhezi fotorezistu a snifuje
podleptévéni polovodifovych souldstek pfi velmi nédrodné operaci chemického &len&ni k¥emikové
desky rozleptdvénim. Froto se odstranovdni této oxidové vretvy ze zadni strany systémt provédi
af po roz¥lenéni kFem{kovych desek ne jednotlivd soucdstky. Tim se i tato operace stdvd
jndividudini, velmi nérocnou a pracnou. Pro toto jednostranné odlepténi ne 3ddouci oxidové
vrstvy ze zadn{ strany systémi se muei nejprve odstranit sv&tlocitlivéd maska, kterd ztstdvd
na polovodidovych soufdstkdéch po chemickém ¢lenéni. ProtoZe neni zndm selektivni zpleob jedno-
ctrenného odstwanéni sv&tlocitlivé masky, eni? by doflo k narufeni kryei vretvy ze strany
systémli, musi se nejprve odstranit i tato kryci vrstva, kterou bude nutno pro dalfi vlastni
jednostranné odlepténi oxidové vistvy ze zadni strany systému énovu vytvofit, eby p¥i tomto
lepténi nedoflo k pofkozeni jemné kovové propojovaci sit& funkini streny systémi.
Opakované individuélni maskovéni systémd malych a velmi tenkych polovodidovych souldstek Je
znaéné néroéné, pondvadi zadni stirena systémi, urlend k odlepténi oxidové vrstvy, nesmi byt
v obvodu znedifténa maskovaci létkou, jinak by v misté zne&ifténi zldstaly neodleptané zbyiky
oxidd, které by brénily dobrému pFipédjeni polovodidové souldstky na zékladnu. Po odlepténi
zgdni oxidové vrstvy se musi op&t provédét dokonalé rozpufténi meskovaci vrstvy ze stramy
systému v nékolika 1édznich velmi Eisty;h organickych rozpouftédel. Cely sled operaci Je ve
vyrobni prexi nédsledujici: Po chemickém rozdlendni k¥emikovych desek na jednotlivé souldstky
se nejprve odstrani kryci, nap¥. voeskové vretva v organickich’rozpou?tédlech, pak vrstva
fotorezistu z opadné zadni strany systémi. kozilen&né souddstky se opét individudlng meskuji
ze strany systémd. Pak se provede jednostranné odleptdni oxidové vrstvy ze zadni strahy sys-
témt a odstrani se voskovd maska z funkéni strany systémi. Tyto slo?ité individudlni operace
meji ¥adu komplikaci a nevyhod, vyplyvajici z mno¥stvi zévainyeh protichidnych pofadavki.
Tento pracny technologicky postup se dosud pouzivd, protoZe viechny znémé zpusoby odstranovéni
fotorezitu neumo¥nuji jednostranné olstranini velmi odolné svitlocitlivé vrstvy tak, aby po
této operaci zlistala druhéd strana systému kryte ochrannou vrstvou, chrénici p¥ivody, co by
umo¥nilo primou nédvaznost ndsledujici operace jednostranného odlepténi oxidové vrstvy ze zadn{
etrany systémi. Deliim velmi zédvainym problémem'u tohoto zptisobu chemického flendni systému
je nelézt vhodny, dosta tedné Ginny ekonomdcky zplsob odstrenini chemicky velmi odolnych
$1lusti{ch vrstev fotorezitu, které tato metoda Slenéni bezpodminednd pot¥ebuje, jinak by

dochézelo k ne¥ddoucimu podleptdvéni svétlocitlivé masky & tim i funkini Zdsti polovodi&ové
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soudéstky, coZ zplsobuje jejich znehodnoceni. Dokonalé odaéranéni svétlocitlivé masky Je pro
ndsledujici operace zcela nezbytné. Zpisob odstrendni fotorezitu spolu s (istotou povrchu
pystémd po odlepténi oxidové vrstvy znalné ovl;vﬁujici kvalitu & vyté¥nost vyrédbénych prvki.
Pro uvédénou technologii neni mo¥né pou¥it b¥in& zndmé G&inné zplisoby odstramsndni fotorezitu,
pouifvani p¥i vyrob¥& polovodidovyich souldstek z nésledujicich divodi: chemické rozpoufténi
svéilocitlivé vrestvy v horké kyselin& sirové nebo jeji smdsi s oxidednimi &inidly nebo inhibi-
tory relze pou¥it v kone¥né fdzi zpracovéni systemﬁ, které jsou jiZ opat¥eny tenkou propojovaci
siti hlinikovych kontektd, ponévad? ty se v uvedenych smésich rozpougt&ji.

| Neagresivni zplsob spelovéni sv&tlocitlivé masky v kysliku p¥i zvyfené teplot& nebo spalo-
Qéni v doutnavém vyboji ionizoveného kysliku lze pouiivat jen pro odstrnﬁovéni tenkych vrstev
vysoce ¢istfch fotorezidil, které neobsshujd nespulitelné ldtky. Tlust#{ vrstvy fotorezistu

8 obsehem nespalitelnych lédtek se pou” *{va i pro sgresivni lepteci smési, nelze dobfe odstrenovat
uvedenym zpiisobem, ponévad? po nich ztstdveji skvrny zape cenych nespdlenych zbytkld fotorezis-
tu nebo snorgsnickych ne&istot - popilkd. '

Odstrenovéni sv&tlocitlivé masky v orgenickyfch rozpou¥tédlech nebo v jejich sm&sich, popt.
-ﬁ‘dalﬁimi pFisedsmi v tzv. odvrstvovalich p¥i zv§¥enych teplotdch msji tu nevyhodu a jeji adheze
se vEtEinou jen naruf{ a zbytky fotorezistu se pak musi odstranit'mechanickjm stirdnim pomoci
}amponﬁ nebo‘kartééﬁ,'smoéenjch v rozpouftédle, co% zpisobuje mechanické pofkozovéni jemnych
kovovych p¥ivodd qebo i destrukci nékterych vyréﬁénjch polovodidovych souldstek. Tim se pods-
fatné sni*uje kvalita & vytéZnost vyrdbénych prvki. himo uvedené nedostatky a specifické vy~
uzitl megl tyto znémé zplisoby odstranovédni sv&tlocitlivé vrstvy i své specifické pFednosti,
pro které jsou v polovodifové technologii dosud vyuzivédny. Aviek jednostranné odstranovéni
sv&tlocitlivych vrstev pfi zpracovéni k¥emikovych desek nebo systémi tyto zndmé metody ne-
umoiﬁuji. Pro uvedené chemicky vysoce odolné vrastvy fotorezistu na systémech s kovovou pro-
pojcveci eiti se v&t¥inou pouZivd odvrstvovalid s nésledujicim individudlnim mechanickym sti-
rénim. Tento zplsob mep¥. p¥i vyrob& tenkych k¥emfkovych m mbrén, pouZivanych pro vyrobu
polovodidovych tlskovych Cidel, zpﬁsobuje vysoky mechanicky vymét.

Vyte ﬁvedené nedostatky odstranuje zptsob odstrandni vrstvy fotocitlivé masky 2 povrchu
oxldovanycb k¥em{kovych souddetek podle vyndlezu, jeho% podstata cpolivéd v tom, Ze ne oxido-
vane polovodifové soucdstky, pokryté svétlocitlivou vrsivou, se plisobi ro.tokem kyseliny
fluorovodikové o koncentraci 20 a¥ 60 % po dobu 5 a% 60 min., kterd prodifurduje sv&tlocitli-
vou vrstvou, naruifi edhezi fotorezistu & po uvoln&ni sv&tlocitlivé vretvy a rozpufténi pod-
;ladové oxidové vrstvy se vrstva svEtlocitlivé mesky odplevi omytim souddstek proudem vysoce
&isté deionizovené vody, kterd se z povrchu souddsti co nejd¥ive odstrani,

Zpisob podle vyndlez vyu#ivé G&inku prodifundovanych fluorovodikovych iontd pFes svétlo-
ﬁitlivou vreivu, které narufi{ sdhezi fotorezistu.

znédmé neddouci vlastnosti kyseliny fluorovodikové se k odstranovéni vrstev fotorezistu
p¥i zpracovéni polovodidovych souddstek dosud nevyu?ivalo. Fluorovodikové ionty p¥i del#im
p&aobeni kyseliny fluoxovodikové snadno prostupuji fotorezistem, zcela narufi jeho adhezi ke
kyslicnlkove vretvé, kterd se ihned dslfim pisobenim kyseliny fluorovodikové zcela rozpusti.
Po zrufeni edheze fotorezistu %k podkladove oxidové vrstvé se svEtlocitlivd vrstve zcela uvolni

@ pak ji% nebrdni v p¥{stupu kyseliné fluorovodikové k dokohalému odleptdni podkladové
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vratvy, nade% se zbytky uvolndnych sv&tlocitlivych obrazcd odplevi anytim soﬁééstek proudenm
deionizované vody, kterd se z povrchu sou¥dstek ihned odstrani, eby nezanechala pro nésledu~
Jic{ operace neZddouci odparky.

Uvedeny postup vyroby podle vyndlezu umoZnuje v jednom technologickém kroku provést doko-
nalé a h;omadn& odstrendni sv&tlocitlivé vrstvy, nap¥. u vEech roz&len&nych polovodiZovych
souldstek najednou, vEetnd odlepténi ne?ddouc{ podkladové oxidové vratvy. P¥i vyrobvd systémi,
kde se poZaduje odleptdm{ oxidové vratvy Jen z jedné strany systémi, je nutné, aby druhd
funkén{ stranae systéml s kovovou propojovaci sit{f, ktersd nemé byt leptdnim naru¥ena, byla
kryte vratvitkou materidlu, p¥es ktery fluorovodikové ionty nedifunduji. Pro tento ilel 1lze
8 vyhodou pou#it n&kt:rych voskd, popFipadé jejich emési s jinymi l5tkemi. Velkou p¥ednosti
tohoto nového zgﬁsobu odstranovém{ sv&tlocitlivé vretvy je moZfnost zpracovéni velkého podtu
aystémﬁ nebo kfemikovych desek spoledn¥ v jednom zdsobniku. Podstatné zvffeni produktivity
préce a snifeni zmetkovitosti sni¥uje polet kritickych technologickych opeiaci. Je moZno
vypustit slo?ité individudlni mgnipulace s malymi a k¥ehkymi souddstkami.

Zplisob odstran&ni vrstvy sv&tlocitlivé mesky z povrchu oxidovanjoh k¥emikovjch soudédstek
podle vyndlezu je vysv&tlen na pfikladu vyroby polovodidovych membrén snima¥d tleku, Na kie-
mikové destilce N-typu se termdlni oxidec{ vytvo¥i homogenni oboustrenné oxidovd vrstva,
ve které se pomoof fotochemického maskovédni a leptdni vytvo¥{ sft otvord pro vytvo¥emi difdzmnich
odporil, Pomoci fotochemického maskovéni a leptdni se vytvo¥i kontaktovaci otvory, které se
propoji napafenou temkou hlinikovou vrstvou, Na oxidovenou zadni stranu k¥emfkové destilky
se nanese vratva fotorezistu, v ném¥ se proti difdznim odportm na funkimi strené systémd vy-
tvo¥i obrazce, kieré vymezi plo¥ky pro ndsledujic{ vytvo¥eni membrémn, vyrébénych tlakovych
snima&d, Funkini strema cystémd na destidce s hlin{kovou propojovaci siti se pokryje sm&s{
vosku a kalafuny. Chemickym nebo elektrochemickym zplsobem se vyleptaji otvory v k¥emfkové
destifce, vymezujfci plo¥ky membrém na poZadovanou tlou¥iku. Po vyleptdn{ membrén a odstrs-
néni»zbytkﬁ lepteci smési, omyt{ destilky v deiomizované vodd se piovede odstranéni vrstvy
fotorezistu. Kfemikovd d.sti¥ka s obrazci svétlocitlivé vrstvy na kyslidnfko-kFemi¥itém pod-
kladu, které je z druhé streny kryta vrestvou vosku, se ulo¥{ do roztoku kyseliny fluorovodf~
kové o koncentreci 40 % na dobu 20 minut. Za tuto dobu dojde k odstran&ni v¥ech obrazcd svdtlo-
¢itlivé vrstvy a soudasnd 1.k dokonslému odleptini~podk1ndové oxidové vrstvy kysli¥nikuo-
k¥emi&itého skla. KFemikovd destiika se opldohne pod sprchou ultrafiltrovené deionizované vody,
nadef me zbytky kepek vody odstrani z éovrchu vyleptanych systémd prudkym ofoukénim destidky
bezpraénym zplsoben. Kf¥em{kovd destilka s vyléptanjmi membrénami s odstranénou svétlbcitlivou
@ oxidovou vrstvou Je Je¥t& gz opalné strany pokryta vretvou vosku, ktery chrédnil hlinfkovou
proﬁojovaci 8i% ze strany systému proti Uinkdm kyseliny p¥i vyleptdvén{ membrén. Tato vrstva
voeku se z destilky odstran{ nékterym b&#n& uiivanym postupem, nap¥. extrakc{ trichloretyléau.
Jednotlivé membrény se ziskaji rozélendnim k¥emikové destifky n&kterym znémym a dostupnym
zpisobem, nepf. ryhovdnim, ultrazvukovym &lenénim, elektwojiskrovym obrébénim, chemickym nebo
elektrochemickym &len&nim apod. Timto zpisobem podle vynélezu lze dosdéhnout vysoce Sisté
polovodidové souldstky s vysokou vytéZnosti, které jsou.dokommle zbaveny zbytkd sv&tlocitlivé
masky & 2 druhé streny systémi, kterd je urdena pro p¥ipdjeni membrédny na zékladnu, Jso&
gbaveny oxidové vrastvy, cof je nezbytnym pFedpokladem nésledujicZho Uep&iného pdjeni.
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Del#{ aplikece jsou mo#né p¥i vyrobd polovodifovych souddstek, kde se provéddi zaleptdvéni
otvord tvarovanych piikopd nebo mesa struktur bez kovovych kontaktd, které jsou rozpustné v
kyseliné fluorovodikové pomoci sv&tlocitlivé masky s nésledujicim odlepténim podkladovych

oxidd.
T{imto zpdsobem lze odstranovat z povrchu k¥emiku tém&F v¥echny druhy sv&tlocitlivych vrstev

zalofenych ns riznych typech svétlocitlivych ldtek nebo pryskyiic, nap¥. syntetické nebo
p¥irodni derivéty kauduku, vysokomolekuldrni estery kyseliny sko¥icové, arometické azidy apod.
Tento zplsob je urden pifedeviim pro hromsdnou vyrobu specidlnich polovodidovych prvki se za-
leptdvanymi strukturemi. Aplikece zpidsobu odstranéni vratvy svétlocitlivé maesky z povrchu
oxidovanych k¥emfkovych soudéetek zvyf{ recionelizaci vyrobnfho procesu, sniZeni pracnosti

@ sniZeni zmetkovitosti.

PREDMET  VYNALEZU

Zpiigob odstranini vrsivy sv&ilocitlivé masky 2 povrchu oxidovanych kiemikovych souldstek,
vyznedeny tim, Ze na oxidované k¥emfkové soudstky, pokryté vrstvou svétlocitlivé masky, se
pisob{ p¥i teplot& mistnosti roztokem kyseliny fluorovodikové o koncentraci 20 a%Z 60 % po dobu
5 @% 60 minut, nale% se uvolnéné vrstva svEtlocitlivé masky odplavi omytim k¥emikovych sou-
tdstek proudem vysoce $isté deionizované vody, kterd se z povrchu souddstek co nedfive od-

streni.
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